
Реферат 

 

Дипломна робота викладена на 74 сторінках, вона містить 5 розділів, 24 

ілюстрацій, 22 таблиці та 20 джерел в переліку посилань. 

Об`єктом дослідження є нанотранзистор на основі стрічки графену. 

Предметом дослідження є фізичні процеси і математична модель для аналізу 

характеристик графенового транзистора.   Метою роботи є розроблення та 

порівняння математичних моделей нанотранзистора на основі стрічки графену 

з одним затвором та з двома затворами для розрахунку вольт-амперних 

вхідних та вихідних характеристик. 

У першому розділі розглядається перспективний матеріал - графен: його 

структура, властивості, переваги та застосування у наноелектроніці. 

Проаналізовано різноманітні графенові структури. Другий розділ включає 

апроксимації і  аналітичну  модель польового транзистора на основі графена.  

Третій розділ містить практичні результати розрахунків.   У ньому проведено 

моделювання вольт-амперних вхідних та вихідних характеристик та здійснено 

аналіз впливу геометричних і електрофізичних параметрів. Зокрема, 

розраховано залежності енергетичних параметрів, знайдено вольт-амперні 

характеристики струму від напруги на стоці та затворі, залежність швидкості 

носіїв заряду від кількості атомів вуглецю та від індексу енергетичного 

піддіапазона (підрівня)  транзистора з двома затворами на основі графену. 

Здійснено порівняльний аналіз з результатами публікацій інших авторів. 

Четвертій розділ присвячений також практичним результатам. Проведено 

моделювання вихідних параметрів польвого транзистора на основі графену, 

але вже з одним затвором.  

 

 

 



Abstract 

 

Thesis presented on 73 pages, it contains 5 chapters, 24 illustrations, 22 tables 

and 20 sources in the list of references. 

Objects nanotranzystor study is based on graphene ribbons. Research subjects 

are physical processes and mathematical model to analyze the characteristics of 

graphene transistor. The aim is to develop mathematical models and compare 

nanotranzystora based on graphene ribbons with one bolt and two gates for 

calculating current-voltage input and output characteristics. 

The first section is considered a promising material - graphene, its structure, 

properties, advantages and applications in nanoelectronics. Analyzed various 

graphene structure. The second section includes approximations and analytical 

model based FET graphene. The third section contains practical results of 

calculations. It conducted simulations of current-voltage input and output 

characteristics and analysis of the influence of geometric and electrical parameters. 

In particular, the calculated energy dependence of the parameters found current-

voltage characteristics of current and voltage at the drain gate, the dependence of the 

charge carriers on the number of carbon atoms and sub-band power index (sublevels) 

transistor with two gates based on graphene. The comparative analysis of results 

publications by other authors. The fourth section is devoted and practical results. 

The simulation output parameters polvoho transistor based on graphene, but with 

one gate. 
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